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１．概要（Summary） 

半導体集積回路チップには、設計仕様に基づいて回

路図面が作成され、その設計図面に基づいて所望の電

気的動作を実行する回路パターンがプロセス製造されて

いる。しかし、製造プロセス中の不完全な状態の回路があ

ったときに、設計段階で意図しない仕様でその回路を動

作(胎児が出産前に胎動するように動作)させると、意図し

ない内部信号電圧の上昇等が起こり、回路に不具合が生

じる可能性について実験的に検討した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

深掘りエッチング装置（サムコ “RIE-400iPB-NP”） 

 

【実験方法】 

 市販のシリコンCMOSプロセスを利用して、一定の電気

的動作機能を有する半導体チップをあらかじめ設計・製

造し、本拠点の深掘りエッチング装置であるサムコ 

“RIE-400iPB-NP”を使用して、半導体チップの表面膜

の一部をエッチングすることで半導体製造プロセス中の不

完全な回路を再現した。加工・製造された不完全な回路

に対して研究室の実験室環境にて電気的にプロービング

して、動作させることで回路に生じる不具合の有無を実験

的に検証した。また、深掘りエッチング時の ICP およびバ

イアスの RF 電力を調整し、不完全な回路の状態を変化

させて、それぞれの回路の動作を評価し、エッチング条件

による差異を比較した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

深掘りエッチング装置の ICP 電力 300 W、バイアス電

力 100 Wの比較的少ないRF出力時と、ICP電力 1 kW、

バイアス電力 300 Wの最大出力時でそれぞれエッチング

加工を行い、加工・製造された不完全な回路に関して電

気的な計測試験を行ったが、今回の一連の実験ではいず

れの加工条件においても内部信号電圧の上昇等に伴う

CMOS トランジスタ回路の不具合を検出することができな

かった。例えば、MEMS 半導体製造用に使用されるよう

な、より高出力のエッチング装置等で追加実験を行うこと

により異なる実験結果が生じる可能性がある。また、今回

の半導体チップに搭載した回路を再設計し、不具合の起

こる可能性の高い回路の設計方法を検討し、可能であれ

ば来年度以降に半導体チップを再製造して、本拠点の同

一の深掘りエッチング装置でも不具合発生の可能性を再

評価したいと考えている。 
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